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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　映像を表示する複数の画素を含み、各画素がＯＬＥＤ、前記ＯＬＥＤに接続された駆動
ＴＦＴ、前記ＯＬＥＤにデータ信号を供給するためのスイッチＴＦＴを含む有機発光表示
装置において、
　前記各画素から前記駆動ＴＦＴの移動度の変化量をセンシングするセンシング部と、
　前記移動度の変化量に基づいて前記駆動ＴＦＴのしきい値電圧の変化量を獲得するため
の補償値計算部と、
　前記センシングされた移動度の変化量と、前記獲得されたしきい値電圧の変化量に基づ
いて、
　前記データ信号を調整するデータ補償部と、
を備え、
　前記センシング部は、前記駆動ＴＦＴに印加される第１及び第２データ電圧に応じて前
記駆動ＴＦＴから第１及び第２出力電圧をさらにセンシングし、
　前記補償値計算部は、
　前記第１及び第２出力電圧と前記第１及び第２データ電圧との間の機能的相関関係を求
め、
　前記第１及び第２データ電圧の前記機能的相関関係を示す第１グラフの第１傾きを求め
、
　前記駆動ＴＦＴに印加される基準データ電圧の基準出力電圧を示す基準グラフの基準傾
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きを求め、
　前記第１傾きと前記基準傾きに基づいて、前記駆動ＴＦＴの移動度の変化量を求めるこ
と、
　前記第１及び第２データ電圧の一軸上で、前記第１グラフの第１切片を求め、
　前記一軸上で、前記基準グラフの基準切片を求め、
　前記第１切片と前記基準切片の間の差に基づいて、前記駆動ＴＦＴのしきい値電圧の変
化量を求めること
　を特徴とする、有機発光表示装置。
【請求項２】
　前記センシング部は、
　前記駆動ＴＦＴのゲートに前記駆動ＴＦＴのしきい値電圧より高い一定電圧を印加して
前記駆動ＴＦＴをターンオンさせ、この状態で一定時間の間に充電された前記駆動ＴＦＴ
のソース電圧を予め決められたセンシング期間内にセンシング電圧として検出することを
特徴とする、請求項１に記載の有機発光表示装置。
【請求項３】
　前記センシング部は、
　駆動電源がオンされてから映像表示がなされる前の非表示期間、または画像表示期間中
の垂直ブランク期間中に前記移動度の変化量をセンシングすることを特徴とする、請求項
１に記載の有機発光表示装置。
【請求項４】
　前記補償値計算部は、
　前記駆動ＴＦＴのソースとドレインとの間の電流によって前記駆動ＴＦＴが飽和状態で
動作する前に、前記しきい値電圧の変化量を獲得することを特徴とする、請求項１に記載
の有機発光表示装置。
【請求項５】
　前記補償値計算部は、
　前記駆動ＴＦＴの移動度の変化量としきい値電圧の変化量との間の相関関係の関数式、
または、ルックアップテーブルに基づいて、前記駆動ＴＦＴの移動度の変化量から前記し
きい値電圧の変化量を求めることを特徴とする、請求項１に記載の有機発光表示装置。
【請求項６】
　前記センシングされた移動度の変化量に基づいて、データ補償のためのゲイン値を求め
るためのゲイン値算出部と、
　前記獲得されたしきい値電圧の変化量に基づいて、データの補償のためのオフセット値
を求めるためのオフセット値算出部をさらに備え、
　前記データ補償部は、前記ゲイン値とオフセット値に基づいて、前記データ信号を調整
することを特徴とする、請求項１に記載の有機発光表示装置。
【請求項７】
　映像を表示する複数の画素を含み、各画素がＯＬＥＤ、前記ＯＬＥＤに接続された駆動
ＴＦＴ、前記ＯＬＥＤにデータ信号を供給するためのスイッチＴＦＴを含む有機発光表示
装置の画質補償方法において、
　前記各画素から前記駆動ＴＦＴの移動度の変化量をセンシングする段階と、
　前記移動度の変化量に基づいて前記駆動ＴＦＴのしきい値電圧の変化量を獲得する段階
と、
　前記センシングされた移動度の変化量と、前記獲得されたしきい値電圧の変化量に基づ
いて、前記データ信号を調整する段階と、
　前記駆動ＴＦＴの移動度の変化量をセンシングする段階は、
　前記駆動ＴＦＴに第１及び第２データ電圧を印加する段階と、
　前記駆動ＴＦＴから第１及び第２の出力電圧をセンシングする段階と、
　前記第１及び第２出力電圧と前記第１及び第２データ電圧との間の機能的相関関係を求
める段階と、
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　前記第１及び第２データ電圧の前記機能的相関関係を示す第１グラフの第１傾きを求め
る段階と、
　前記駆動ＴＦＴに印加される基準データ電圧の基準出力電圧を示す基準グラフの基準傾
きを求める段階と、
　前記第１傾きと前記基準傾きに基づいて、前記駆動ＴＦＴの移動度の変化量を求める段
階と、前記駆動ＴＦＴのしきい値電圧の変化量を獲得する段階は、
　前記第１及び第２データ電圧の一軸上で、前記第１グラフの第１切片を求める段階と、
　前記一軸上で、前記基準グラフの基準切片を求める段階と、
　前記第１切片と前記基準切片との間の差に基づいて、前記駆動ＴＦＴのしきい値電圧の
変化量を求める段階と、
　を含むことを特徴とする、有機発光表示装置の画質補償方法。
【請求項８】
　前記駆動ＴＦＴの移動度の変化量をセンシングする段階は、
　前記駆動ＴＦＴのゲートに前記駆動ＴＦＴのしきい値電圧より高い一定電圧を印加して
駆動ＴＦＴをターンオンさせ、この状態で一定時間の間に充電された前記駆動ＴＦＴのソ
ース電圧を予め定められたセンシング期間内にてセンシング電圧で検出することを特徴と
する、請求項７に記載の有機発光表示装置の画質補償方法。
【請求項９】
　前記駆動ＴＦＴの移動度の変化量をセンシングする段階は、
　駆動電源がオンされてから映像表示がなされる前の非表示期間、または画像表示期間中
の垂直ブランク期間の間の前記移動度の変化量をセンシングすることを特徴とする、請求
項７に記載の有機発光表示装置の画質補償方法。
【請求項１０】
　前記駆動ＴＦＴのしきい値電圧の変化量を獲得する段階は、
　前記駆動ＴＦＴのソースとドレインとの間の電流によって駆動ＴＦＴが飽和状態で動作
する前に、前記しきい値電圧の変化量を獲得することを特徴とする、請求項７に記載の有
機発光表示装置の画質補償方法。
【請求項１１】
　前記駆動ＴＦＴのしきい値電圧の変化量を獲得する段階は、
　前記駆動ＴＦＴの移動度の変化量としきい値電圧の変化量との間の相関関係の関数式、
または、ルックアップテーブルに基づいて、前記駆動ＴＦＴの移動度の変化量から前記し
きい値電圧の変化量を求めることを特徴とする、請求項７に記載の有機発光表示装置の画
質補償方法。
【請求項１２】
　前記センシングされた移動度の変化量に基づいて、データ補償のためのゲイン値を求め
る段階と、
　前記獲得されたしきい値電圧の変化量に基づいて、データの補償のためのオフセット値
を求める段階をさらに含み、
　前記データ信号は、前記ゲイン値とオフセット値に基づいて調整されることを特徴とす
る、請求項７に記載の有機発光表示装置の画質補償方法。
【請求項１３】
　映像を表示する複数の画素を含み、各画素がＯＬＥＤ、前記ＯＬＥＤに接続された駆動
ＴＦＴ、前記ＯＬＥＤにデータ信号を供給するためのスイッチＴＦＴを含む有機発光表示
装置の画質補償方法において、
　前記駆動ＴＦＴに第１及び第２データ電圧を印加する段階と、
　前記駆動ＴＦＴから第１及び第２の出力電圧をセンシングする段階と、
　前記第１及び第２の出力電圧と前記第１及び第２データ電圧との間の機能的相関関係を
求める段階と、
　前記第１及び第２データ電圧の前記機能的相関関係を示す第１グラフの第１傾きを求め
る段階と、



(4) JP 5933672 B2 2016.6.15

10

20

30

40

50

　前記駆動ＴＦＴに印加される基準データ電圧の基準出力電圧を示す基準グラフの基準傾
きを求める段階と、
　前記第１傾きと前記基準傾きに基づいて、前記駆動ＴＦＴの移動度の変化量を求める段
階と、
　前記第１及び第２データ電圧の一軸上で、前記第１グラフの第１切片を求める段階と、
　前記一軸上で、前記基準グラフの基準切片を求める段階と、
　前記第１切片と前記基準切片との間の差に基づいて、前記駆動ＴＦＴのしきい値電圧の
変化量を求める段階と、
　を含むことを特徴とする有機発光表示装置の画質補償方法。
【請求項１４】
　前記移動度の変化量と前記しきい値電圧の変化量に基づいて、前記データ信号を調整す
る段階をさらに含むことを特徴とする、請求項１３に記載の有機発光表示装置の画質補償
方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、アクティブマトリクス型の有機発光表示装置に関し、特に、有機発光表示装
置とその画質補償方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　アクティブマトリクス型の有機発光表示装置は、自ら発光する有機発光ダイオード（Or
ganic Light Emitting Diode：以下、「ＯＬＥＤ」という）を含み、応答速度が速く、発
光効率、輝度及び視野角が大きい、という長所を有している。 
【０００３】
　自発光素子であるＯＬＥＤは、アノード電極及びカソード電極と、これらの間に形成さ
れた有機化合物層（ＨＩＬ、ＨＴＬ、ＥＭＬ、ＥＴＬ、ＥＩＬ）を含む。有機化合物層は
、正孔注入層（Hole Injection layer、ＨＩＬ）、正孔輸送層(Hole transport layer、
ＨＴＬ）、発光層（Emission layer、ＥＭＬ）、電子輸送層（Electron transport layer
、ＥＴＬ）、電子注入層（Electron Injection layer、ＥＩＬ）からなる。アノード電極
とカソード電極に駆動電圧が印加されると、正孔輸送層（ＨＴＬ）を通過した正孔及び電
子輸送層（ＥＴＬ）を通過した電子が発光層（ＥＭＬ）に移動して励起子を形成し、その
結果、発光層（ＥＭＬ）から可視光が発生する。
【０００４】
　有機発光表示装置は、ＯＬＥＤをそれぞれ含む画素をマトリクス形態で配列し、ビデオ
データの階調に応じて、画素の輝度を調節する。画素の各々は、ＯＬＥＤに流れる駆動電
流を制御するための駆動ＴＦＴ（Thin Film Transistor）を含む。しきい値電圧、移動度
などのような駆動ＴＦＴの電気的特性は、全ての画素で同じように設計されることが望ま
しいが、実際には、プロセス条件、駆動環境等により、画素ごとに駆動ＴＦＴの電気的特
性は不均一である。このような理由から、同じデータ電圧に応じた駆動電流は、画素ごと
に変わり、その結果、画素間の輝度ばらつきが発生することになる。この問題を解決する
ために、各画素からの駆動ＴＦＴの特性パラメータ（しきい値電圧、移動度）をセンシン
グし、センシング結果に基づいて入力データを適切に補償することで、輝度不均一を減少
させる画質補償技術が知られている。
【０００５】
　従来の画質補償技術では、駆動ＴＦＴのしきい値電圧の変化量と、駆動ＴＦＴの移動度
の変化量とをセンシングする方法及び期間は、それぞれ異なる。
【０００６】
　駆動ＴＦＴ（ＤＴ）のしきい値電圧（Ｖｔｈ）の変化を抽出するためのセンシング方法
１は、図１及び図２Ａに示すように、駆動ＴＦＴ（ＤＴ）をソースフォロワ（Source Fol
lower）方式で動作させた後、駆動ＴＦＴ（ＤＴ）のソース電圧（Ｖｓ）をセンシング電
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圧（ＶｓｅｎＡ）として検出し、このセンシング電圧（ＶｓｅｎＡ）に基づいて駆動ＴＦ
Ｔ（ＤＴ）のしきい値電圧の変化量を検出する。駆動ＴＦＴのしきい値電圧の変化量は、
センシング電圧（ＶｓｅｎＡ）の大きさに応じて決定され、これにより、データの補償の
ためのオフセット値が求まる。このようなセンシング方法１では、ソースフォロワ（Sour
ce Follower）方式で動作される駆動ＴＦＴ（ＤＴ）のゲート‐ソース間電圧（Ｖｇｓ）
が飽和状態（saturation state）に達した（つまり、駆動ＴＦＴ（ＤＴ）のドレイン‐ソ
ース間の電流がゼロになる時）後に、センシング動作が行われなければならないので、セ
ンシングに要する時間が長く、センシング速度が遅いという特徴がある。このようなセン
シング方法１をスローモード（Slow mode）センシング方法と称する。
【０００７】
　駆動ＴＦＴ（ＤＴ）の移動度（μ）の変化を抽出するためのセンシング方法２は、図１
及び図２Ｂに示すように、駆動ＴＦＴ（ＤＴ）のしきい値電圧（Ｖｔｈ）を除外した電流
能力の特性を規定するために、駆動ＴＦＴ（ＤＴ）のゲートに駆動ＴＦＴ（ＤＴ）のしき
い電圧より高い一定電圧（Ｖｄａｔａ＋Ｘ、ここで、Ｘは、オフセット値の補償に応じた
電圧）を印加して駆動ＴＦＴ（ＤＴ）をターンオンさせる。この状態で、一定時間の間に
充電された駆動ＴＦＴ（ＤＴ）のソース電圧（Ｖｓ）をセンシング電圧（ＶｓｅｎＢ）と
して検出する。駆動ＴＦＴの移動度の変化量は、センシング電圧（ＶｓｅｎＢ）の大きさ
に応じて決定され、これにより、データの補償のためのゲイン値が求められる。センシン
グ方法２は、駆動ＴＦＴがターンオンされた状態で行われるので、センシングに要する時
間が短く、センシング速度が速いという特徴がある。このようなセンシング方法２をファ
ストモード（Fast mode）センシング方法と称する。
【０００８】
　スローモードセンシング方法は、そのセンシング速度が遅いため、十分なセンシング期
間が必要である。つまり、駆動ＴＦＴのしきい値電圧センシング用のスローモードセンシ
ング方法は、ユーザーに認知されることなく、十分センシング時間を割り当てることがで
きるように、第１センシング期間の間、すなわち、ユーザーからのパワーオフコマンド信
号に応答して映像表示が終了した後から駆動電源がオフになる前まで実行されるしかない
。反面、駆動ＴＦＴの移動度センシング用のファストモードセンシング方法は、そのセン
シング速度が速いため、第２センシング期間の間、すなわち、ユーザーからのパワーオン
コマンド信号に応答して駆動電源がオンされた以後から映像表示が行われる前、または画
像表示駆動期間内の垂直ブランク期間で行うことができる。
【０００９】
　第１センシング期間に更新（UPDATE）されるオフセット値と第２センシング期間に更新
されるゲイン値は、互いに影響を及ぼす。つまり、ゲイン値は、オフセット値が反映され
たデータ電圧に基づいて求められる。したがって、パワーオフ過程で更新されたオフセッ
ト値は、以後パワーオン以後のゲイン値を決定する際に使用できるように不揮発性メモリ
に記憶させなければならない。このように、従来の画質補償技術では、しきい値電圧の変
化量と移動度の変化量を調べるために、互いに異なるセンシング方法を採用しなければな
らなかったため、センシングに多くの時間がかかり、オフセット値を記憶させるための追
加の不揮発性メモリがさらに必要となり、メモリの使用量が増加する問題がある。 
【００１０】
　一方、しきい値電圧の変化量をセンシングするには多くの時間がかかるので、隣接する
画像のフレームとの間に配置されて画像が非表示される比較的短い垂直ブランク期間では
、しきい値電圧の変化量をセンシングすることは不可能である。したがって、表示装置を
長時間駆動して画像表示を継続する場合、従来の画質補償技術は、しきい値電圧の変化量
に基づいてオフセット値を更新することができず、その結果、駆動時間の経過によるしき
い値電圧の変化の特性を適切に補償することができなくなる。
【００１１】
　図３は、駆動時間の経過に応じて駆動ＴＦＴの移動度（μ）だけでなく、しきい値電圧
（Ｖｔｈ）まで変動することを示している。長時間駆動によって表示パネルの温度が上昇
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するときに、実際の駆動ＴＦＴは、移動度（μ）及びしきい値電圧（Ｖｔｈ）の双方が変
動する特性を有する。もちろん、温度に応じた駆動ＴＦＴのしきい値電圧（Ｖｔｈ）の変
化量は、移動度（μ）の変化量に比べ小さい。しかし、高階調に比べ、低階調では、しき
い値電圧（Ｖｔｈ）の変化量が小さくても、画素電流の変化に及ぼす影響が相対的で大き
いので、駆動ＴＦＴのしきい値電圧（Ｖｔｈ）の変化量が重要となる。図３から分かるよ
うに、画素の電流変化率は、低階調では、しきい値電圧（Ｖｔｈ）の変化量に大きく依存
する。例えば、３１階調レベルの低階調では、しきい値電圧（Ｖｔｈ）の変動による画素
の電流変化率が約５５％水準であり、移動度（μ）の変動による画素の電流変化率である
３７％に比べ大きい。しきい値電圧（Ｖｔｈ）の変動が適切に補償されない場合、電流不
均一現象がもたらされるので、短い時間内に移動度（μ）の補償だけでなく、しきい値電
圧（Ｖｔｈ）補償まで行うことができる新たな方法が求められる。 
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　したがって、本発明の目的は、センシングに必要な時間とメモリ使用量を削減し、補償
の正確度を高めることが可能な有機発光表示装置とその画質補償方法を提供することにあ
る。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　前記目的を達成するために、本発明に係る有機発光表示装置は、
　映像を表示する複数の画素を含み、各画素がＯＬＥＤ、前記ＯＬＥＤに接続された駆動
ＴＦＴ、前記ＯＬＥＤにデータ信号を供給するためのスイッチＴＦＴを含む有機発光表示
装置において、前記各画素から前記駆動ＴＦＴの移動度の変化量をセンシングするセンシ
ング部と前記移動度の変化量に基づいて前記駆動ＴＦＴのしきい値電圧の変化量を獲得す
るための補償値計算部と、前記センシングされた移動度の変化量と、前記獲得されたしき
い値電圧の変化量とに基づいて、前記データ信号を調整するデータ補償部とを備える。
【００１４】
　前記センシング部は、前記駆動ＴＦＴのゲートに前記駆動ＴＦＴのしきい値電圧より高
い一定電圧を印加して前記駆動ＴＦＴをターンオンさせ、この状態で一定時間の間に充電
された前記駆動ＴＦＴのソース電圧を予め定められたセンシング期間内においてセンシン
グ電圧で検出する。
【００１５】
　前記センシング部は駆動電源がオンされてから映像表示がなされる前の非表示期間、ま
たは画像表示期間中の垂直ブランク期間の間の前記移動度の変化量をセンシングする。
【００１６】
　前記補償値計算部は、前記駆動ＴＦＴのソース及びドレインの間の電流によって前記駆
動ＴＦＴが飽和状態で動作する前に、前記しきい値電圧の変化量を獲得する。
【００１７】
　前記補償値計算部は、前記駆動ＴＦＴの移動度の変化量としきい値電圧の変化量との間
の相関関係の関数式または、ルックアップテーブルに基づいて、前記駆動ＴＦＴの移動度
の変化量から前記しきい値電圧の変化量を求める。
【００１８】
　本発明による有機発光表示装置は、前記センシングされた移動度の変化量に基づいて、
データ補償のためのゲイン値を求めるためのゲイン値算出部と、前記獲得されたしきい値
電圧の変化量に基づいて、データの補償のためのオフセット値を求めるためのオフセット
値算出部をさらに備え、前記データ補償部は、前記ゲイン値とオフセット値に基づいて、
前記データ信号を調整する。
【００１９】
　本発明による有機発光表示装置は、前記センシング部が、前記駆動ＴＦＴに印加される
第１及び第２データ電圧に応じて前記駆動ＴＦＴから第１及び第２の出力電圧をさらにセ
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ンシングし、前記補償値計算部が、前記第１及び第２の出力電圧と前記第１及び第２デー
タ電圧との間の機能的相関関係を求め、前記第１及び第２データ電圧の前記機能的相関関
係を示す第１グラフの第１傾きを求め、前記駆動ＴＦＴに印加される基準データ電圧に対
する基準出力電圧を示す基準グラフの基準傾きを求め、前記第１傾きと前記基準傾きに基
づいて、前記駆動ＴＦＴの移動度の変化量を求める。
【００２０】
　前記補償値計算部は、前記第１及び第２データ電圧の一軸上で、前記第１グラフの第１
切片を求め、前記一軸上で、前記基準グラフの基準切片を求め、前記第１切片と前記基準
切片間の差に基づいて、前記駆動ＴＦＴのしきい値電圧の変化量を求める。
【００２１】
　また、本発明の実施の形態に基づいて映像を表示する複数の画素を含み、
　各画素がＯＬＥＤ、前記ＯＬＥＤに接続された駆動ＴＦＴ、前記ＯＬＥＤにデータ信号
を供給するためのスイッチＴＦＴを含む有機発光表示装置の画質補償方法は、前記各画素
から前記駆動ＴＦＴの移動度の変化量をセンシングする段階と、前記移動度の変化量に基
づいて前記駆動ＴＦＴのしきい値電圧の変化量を獲得する段階と、前記センシングされた
移動度の変化量と前記獲得されたしきい値電圧の変化量とに基づいて、前記データ信号を
調整する段階とを含む。
【発明の効果】
【００２２】
　第１に、本発明は、センシング速度が速い移動度センシング方法でしきい値電圧の変化
量まで知ることができ、メモリ使用量とロジック・サイズ、及びセンシングにかかる時間
を大幅に減少させることができる。 
【００２３】
　第２に、本発明は、移動度補償としきい値電圧補償を１つのプロセス内で実行するため
、ＴＦＴの実際のパラメータの変動特性を正確に補償することができ、補償能力を最大化
することができる。
【００２４】
　第３に、本発明は、移動度補償としきい値電圧補償を１つのプロセス内で実行するため
、補償プロセスが簡素化され、これは、ユーザーの利便性を増大させる。 
【００２５】
　第４に、本発明は、移動度補償としきい値電圧補償が１つのプロセス内で実行されるた
め、従来技術に比べ移動度の変化量補償のための補償値のマージンを十分に確保すること
ができる。図１６のように継続的な画像表示駆動により劣化が３Ｙほど発生して、初期状
態から駆動ＴＦＴの移動度及びしきい値電圧がそれぞれ２ＹとＹほど追加補償するべき場
合を仮定して、従来技術に対比される本発明の効果をさらに説明すると次の通りである。
【００２６】
　従来の画質補償技術では、駆動ＴＦＴのしきい値電圧の変化量の補償を、図９の第２非
表示区間（Ｘ２）で行わざるを得ないため、画像表示区間（Ｘ０）から発生される３Ｙほ
どの劣化を補償するために、初期状態から３Ｙほど移動度だけを追加補償するしかない。
従来技術では、移動度補償のための補償値のマージンを確保し難い。 
【００２７】
　反面、本発明では、駆動ＴＦＴのしきい値電圧の変化量の補償が、図９の第１非表示区
間（Ｘ１）または画像表示区間（Ｘ０）で駆動ＴＦＴの移動度補償と共に行われることが
あり、初期状態から駆動ＴＦＴの移動度及びしきい値電圧をそれぞれ２ＹとＹほど追加補
償することができる。本発明では、移動度補償のための補償値のマージンを確保しやすい
ものとなる。 
【図面の簡単な説明】
【００２８】
【図１】従来の画質補償技術を示す図である。
【図２Ａ】従来の画質補償技術で駆動ＴＦＴのしきい値電圧の変化を抽出するためのセン
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シングの原理を示す図である。
【図２Ｂ】従来の画質補償技術で駆動ＴＦＴの移動度の変化を抽出するためのセンシング
の原理を示す図である。
【図３】駆動時間の経過に応じて、駆動ＴＦＴの移動度だけでなく、しきい値電圧まで変
動することを示す図である。
【図４】本発明の実施の形態に係る有機発光表示装置を示すブロック図である。
【図５】図４の表示パネルに形成された画素アレイを示す図である。
【図６】外部補償用画素の具体的な構成と、タイミングコントローラ、データ駆動回路と
画素間の接続構造を示す図である。
【図７】センシング駆動時のファストモードセンシングを実現することができるセンシン
グ用の第１及び第２ゲートパルスとサンプリングと初期化制御信号のタイミングを示す図
である。
【図８】画像表示駆動時の、画像表示用の第１及び第２ゲートパルスとサンプリングと初
期化制御信号のタイミングを示す図である。
【図９】画像表示区間とその両側に配置された非表示の区間を示す図である。
【図１０】本発明に係る有機発光表示装置の画質補償方法を示す図である。
【図１１】本発明の適用時の、駆動ＴＦＴの特性曲線の整合度を示す図である。
【図１２】本発明に係る有機発光表示装置の画質補償装置を示す図である。
【図１３】センシング電圧に基づいて求められるＮ次関数式を利用して、しきい値電圧の
変化量を獲得する一例を示す図である。
【図１４】センシング電圧に基づいて求められるＮ次関数式を利用して、しきい値電圧の
変化量を獲得する一例を示す図である。
【図１５】センシング電圧に基づいて移動度の変化量を求め、予め設定されたルックアッ
プテーブルの移動度の変化量－しきい値電圧の間の変化量の相関関係を利用して、しきい
値電圧の変化量を獲得する一例を示す図である。
【図１６】本発明の１つの効果として、移動度の変化を補償するためのゲイン値のマージ
ンが増加する原理を説明するための図である。
【発明を実施するための形態】
【００２９】
　以下、図４乃至図１６を参照して本発明の望ましい実施の形態に対して説明する。
【００３０】
　図４は本発明の実施の形態に係る画質補償装置を含む有機発光表示装置を示し、図５は
図４の表示パネルに形成された画素アレイを示す。 
【００３１】
　図４及び図５を参照すると、本発明の実施の形態に係る有機発光表示装置は、表示パネ
ル１０、データ駆動回路１２、ゲート駆動回路１３、及びタイミングコントローラ１１を
備える。 
【００３２】
　表示パネル１０には、複数のデータライン１４と複数のゲートライン１６とが交差され
、この交差領域ごとに画素（Ｐ）がマトリックス状に配置される。データライン１４は、
ｍ（ｍは正の整数）個のデータ電圧供給ライン（１４Ａ＿１乃至１４Ａ＿ｍ）とｍ個のセ
ンシング電圧リードアウトライン（１４Ｂ＿１乃至１４Ｂ＿ｍ）を含む。そして、ゲート
ライン１５は、ｎ（ｎは正の整数）個の第１ゲートライン（１５Ａ＿１乃至１５Ａ＿ｎ）
とｎ個の第２ゲートライン（１５Ｂ＿１乃至１５Ｂ＿ｎ）を含む。
【００３３】
　画素（Ｐ）のそれぞれは、図示しない電源発生部からの高電位駆動電圧（ＥＶＤＤ）と
低電位駆動電圧（ＥＶＳＳ）の供給を受ける。本発明の画素（Ｐ）は、外部補償のための
ＯＬＥＤ、駆動ＴＦＴ、第１及び第２スイッチＴＦＴ、及びストレージキャパシタを含む
ことができる。画素（Ｐ）を構成するＴＦＴはｐ型で実現されるか、または、ｎ型で実現
することができる。また、画素（Ｐ）を構成するＴＦＴの半導体層は、アモルファスシリ
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コンや、ポリシリコン、または酸化物を含むことができる。
【００３４】
　各画素（Ｐ）は、データ電圧供給ライン（１４Ａ＿１乃至１４Ａ＿ｍ）のいずれか１つ
に接続され、センシング電圧リードアウトライン（１４Ｂ＿１乃至１４Ｂ＿ｍ）のいずれ
か１つに接続され、第１ゲートライン（１５Ａ＿１乃至１５Ａ＿ｎ）のいずれか１つに接
続され、そして第２ゲートライン（１５Ｂ＿１乃至１５Ｂ＿ｎ）のいずれか１つに接続さ
れる。駆動ＴＦＴの移動度の変化量としきい値電圧の変化量を検出するためのセンシング
駆動時に、画素（Ｐ）は、第１ゲートライン（１５Ａ＿１乃至１５Ａ＿ｎ）からライン順
次方式で供給されるセンシング用の第１ゲートパルス、及び第２ゲートライン（１５Ｂ＿
１乃至１５Ｂ＿ｎ）からライン順次方式で供給されるセンシング用の第２ゲートパルスに
応答し、１水平ライン分ずつ（Ｌ＃１～Ｌ＃ｎ）順次動作して、センシング電圧リードア
ウトライン（１４Ｂ＿１乃至１４Ｂ＿ｍ）を介してセンシング電圧を出力する。画像表示
のための画像表示駆動時に、画素（Ｐ）は、第１ゲートライン（１５Ａ＿１乃至１５Ａ＿
ｎ）からライン順次方式で供給される画像表示用の第１ゲートパルス、及び第２ゲートラ
イン（１５Ｂ＿１乃至１５Ｂ＿ｎ）からライン順次方式で供給される画像表示用の第２ゲ
ートパルスに応答し、１水平ライン分ずつ（L＃1～L＃n）順次動作し、データ電圧供給ラ
イン（１４Ａ＿１乃至１４Ａ＿ｍ）を介して画像表示用のデータ電圧の入力を受ける。
【００３５】
　データ駆動回路１２は、センシング駆動時に、タイミングコントローラ１１からのデー
タ制御信号（ＤＤＣ）に基づいて、センシング用の第１ゲートパルスに同期されるセンシ
ング用のデータ電圧を画素（Ｐ）に供給するとともに、センシング電圧リードアウトライ
ン（１４Ｂ＿１乃至１４Ｂ＿ｍ）を介して表示パネル１０から入力されるセンシング電圧
をデジタル値に変換してタイミングコントローラ１１に供給する。データ駆動回路１２は
、画像表示駆動時に、データ制御信号（ＤＤＣ）に基づいて、タイミングコントローラ１
１から入力されるデジタル補償データ（ＭＤＡＴＡ）を画像表示用のデータ電圧に変換し
た後、その画像表示用データ電圧を画像表示用の第１ゲートパルスに同期させてデータ電
圧供給ライン（１４Ａ＿１乃至１４Ａ＿ｍ）に供給する。 
【００３６】
　ゲート駆動回路１３は、タイミングコントローラ１１からのゲート制御信号（ＧＤＣ）
に基づいてゲートパルスを発生する。ゲートパルスは、センシング用の第１ゲートパルス
、センシング用の第２ゲートパルス、及び画像表示用の第１ゲートパルス、画像表示用の
第２ゲートパルスを含むことができる。ゲート駆動回路１３は、センシング駆動時に、セ
ンシング用の第１ゲートパルスを、ライン順次方式で第１ゲートライン（１５Ａ＿１乃至
１５Ａ＿ｎ）に供給するとともに、センシング用の第２ゲートパルスを、ライン順次方式
で第２ゲートライン（１５Ｂ＿１乃至１５Ｂ＿ｎ）に供給することができる。ゲート駆動
回路１３は、画像表示駆動時に、画像表示用の第１ゲートパルスを、ライン順次方式で第
１ゲートライン（１５Ａ＿１乃至１５Ａ＿ｎ）に供給するとともに、画像表示用の第２ゲ
ートパルスを、ライン順次方式で第２ゲートライン（１５Ｂ＿１乃至１５Ｂ＿ｎ）に供給
することができる。ゲート駆動回路１３は、ＧＩＰ（Ｇａｔｅ－ｄｒｉｖｅｒ Ｉｎ Ｐａ
ｎｅｌ）方式によって、表示パネル１０上に直接形成することができる。 
【００３７】
　タイミングコントローラ１１は、垂直同期信号（ＶｓＹｎｃ）、水平同期信号（ＨｓＹ
ｎｃ）、ドットクロック信号（ＤＣＬＫ）及びデータイネーブル信号（ＤＥ）などのタイ
ミング信号に基づいて、データ駆動回路１２の動作タイミングを制御するためのデータ制
御信号（ＤＤＣ）と、ゲート駆動回路１３の動作タイミングを制御するためのゲート制御
信号（ＧＤＣ）を発生する。また、タイミングコントローラ１１は、データ駆動回路１２
から供給されるデジタルセンシング電圧値を参照して、入力デジタルビデオデータ（ＤＡ
ＴＡ）を変調することにより、駆動ＴＦＴのしきい値電圧の変化と移動度の変化を補償す
るためのデジタル補償データ（ＭＤＡＴＡ）の発生後、このデジタル補償データ（ＭＤＡ
ＴＡ）をデータ駆動回路１２に供給する。 
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【００３８】
　タイミングコントローラ１１は、センシング駆動時に、各画素からファストモードセン
シング方法によって、少なくとも一つ以上のセンシング電圧が得られるように、データ駆
動回路１２とゲート駆動回路１３の動作タイミングを制御する。また、タイミングコント
ローラ１１は、データ駆動回路１２から入力されるデジタルセンシング電圧（Ｖｓｅｎ）
に基づいて、駆動ＴＦＴの移動度の変化量を導出し、次いで、得られた移動度の変化量に
基づいて、駆動ＴＦＴのしきい値電圧の変化量を導出する。タイミングコントローラ１１
は、駆動ＴＦＴのしきい値電圧の変化を補償するためのオフセット値と、駆動ＴＦＴの移
動度の変化を補償するためのゲイン値を決定した後、このゲイン値とオフセット値を入力
デジタルビデオデータ（ＤＡＴＡ）に適用して、画素に印加されるデジタル補償データ（
ＭＤＡＴＡ）を生成する。
【００３９】
　メモリ２０は、移動度の変化量導出の基準となる基準電圧、オフセット値とゲイン値の
決定の基準となる基準補償値を記憶することができる。 
【００４０】
　図６は、外部補償用の画素の具体的な構成と共に、タイミングコントローラ及びデータ
駆動回路と画素との間の接続構造を示す。図７は、センシング駆動時のファストモードセ
ンシングを実現することができるセンシング用の第１及び第２ゲートパルスと、サンプリ
ングと、初期化制御信号のタイミングを示す。図８は、画像表示駆動時に、画像表示用の
第１及び第２ゲートパルス、サンプリング、及び初期化制御信号のタイミングを示す。図
９は、画像表示区間とその両側に配置された非表示区間を示す。
【００４１】
　図６を参照すると、画素（Ｐ）は、ＯＬＥＤ、駆動ＴＦＴ（ＤＴ）、ストレージキャパ
シタ（Ｃｓｔ）、第１スイッチＴＦＴ（ＳＴ）、及び第２スイッチＴＦＴ（ＳＴ２）を備
えることができる。 
【００４２】
　ＯＬＥＤは、第２ノード（Ｎ２）に接続されたアノード電極と、低電位駆動電圧（ＥＶ
ＳＳ）の入力端に接続されたカソード電極と、アノード電極とカソード電極との間に位置
する有機化合物層を含む。
【００４３】
　駆動ＴＦＴ（ＤＴ）は、ゲートーソース間電圧（Ｖｇｓ）に応じて、ＯＬＥＤに流れる
電流（Iｏｌｅｄ）を制御する。駆動ＴＦＴ（ＤＴ）は、第１ノード（Ｎ１）に接続され
たゲート電極、高電位駆動電圧（ＥＶＤＤ）の入力端に接続されたドレイン電極、及び第
２ノード（Ｎ２）に接続されたソース電極を備える。
【００４４】
　ストレージキャパシタ（Ｃｓｔ）は、第１ノード（Ｎ１）と第２ノード（Ｎ２）との間
に接続される。
【００４５】
　第１スイッチＴＦＴ（ＳＴ１）は、センシング駆動時に、センシング用の第１ゲートパ
ルス（図７のＳＣＡＮ）に応答して、データ電圧供給ライン（１４Ａ）に充電されたセン
シング用データ電圧（駆動ＴＦＴのしきい値電圧より高い一定電圧）を第１ノード（Ｎ１
）に印加する。第１スイッチＴＦＴ（ＳＴ１）は、画像表示駆動時に、画像表示用の第１
ゲートパルス（図８のＳＣＡＮ）に応答して、データ電圧供給ライン（１４Ａ）に充電さ
れた画像表示用のデータ電圧（Ｖｄａｔａ、駆動ＴＦＴのしきい値電圧の変化と移動度の
変化が補償されたデータ電圧）を第１ノード（Ｎ１）に印加して、駆動ＴＦＴをターンオ
ンさせる。第１スイッチＴＦＴ（ＳＴ１）は、第１ゲートライン（１５Ａ）に接続された
ゲート電極、データ電圧供給ライン（１４Ａ）に接続されたドレイン電極、及び第１ノー
ド（Ｎ１）に接続されたソース電極を備える。
【００４６】
　第２スイッチＴＦＴ（ＳＴ２）は、センシング駆動時に、センシング用第２ゲートパル
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ス（図７のＳＥＮ）に応答して、第２ノード（Ｎ２）とセンシング電圧リードアウトライ
ン（１４Ｂ）との間の電流の流れをスイッチングすることにより、第２ノード（Ｎ２）の
ソース電圧をセンシング電圧リードアウトライン（１４Ｂ）のセンシングキャパシタ（Ｃ
Ｘ）で保持する。第２スイッチＴＦＴ（ＳＴ２）は、画像表示駆動時に、画像表示用の第
２ゲートパルス（図８のＳＥＮ）に応答して、第２ノード（Ｎ２）とセンシング電圧リー
ドアウトライン（１４Ｂ）との間の電流の流れをスイッチングすることにより、駆動ＴＦ
Ｔ（ＤＴ）のソース電圧を初期化電圧（Ｖｐｒｅ）でリセットする。第２スイッチＴＦＴ
（ＳＴ２）のゲート電極は、第２ゲートライン（１５Ｂ）に接続され、第２スイッチＴＦ
Ｔ（ＳＴ２）のドレイン電極は、第２ノード（Ｎ２）に接続され、第２スイッチＴＦＴ（
ＳＴ２）のソース電極は、センシング電圧リードアウトライン（１４Ｂ）に接続される。
【００４７】
　データ駆動回路１２は、データ電圧供給ライン（１４Ａ）及びセンシング電圧リードア
ウトライン（１４Ｂ）を介して画素（Ｐ）に接続されている。センシング電圧リードアウ
トライン（１４Ｂ）には、第２ノード（Ｎ２）のソース電圧をセンシング電圧（Ｖｓｅｎ
）で保持するためのセンシングキャパシタ（ＣＸ）が形成されることができる。データ駆
動回路１２は、デジタル‐アナログコンバータ（ＤＡＣ）、アナログ‐デジタル・コンバ
ータ（ＡＤＣ）、初期化スイッチ（ＳＷ１）、及びサンプリング・スイッチ（ＳＷ２）な
どを含む。
【００４８】
　ＤＡＣは、センシング駆動時のタイミングコントローラ１１の制御下にセンシング用の
データ電圧（Ｖｄａｔａ）を生成して、データ電圧供給ライン（１４Ａ）に出力すること
ができる。ＤＡＣは、画像表示駆動時のタイミングコントローラ１１の制御下にデジタル
補償データを画像表示用のデータ電圧（Ｖｄａｔａ）に変換して、データ電圧供給ライン
（１４Ａ）に出力することができる。 
【００４９】
　初期化スイッチ（ＳＷ１）は、初期化制御信号（図７及び図８のＳＰＲＥ）に応答して
初期化電圧（Ｖｐｒｅ）入力端とセンシング電圧リードアウトライン（１４Ｂ）との間の
電流の流れをスイッチングする。サンプリングスイッチ（ＳＷ２）は、センシング駆動時
のサンプリング制御信号（図７のＳＳＡＭ）に応答して、センシング電圧リードアウトラ
イン（１４Ｂ）とＡＤＣとの間の電流の流れをスイッチングして、一定時間の間、センシ
ング電圧リードアウトライン（１４Ｂ）のセンシングキャパシタ（ＣＸ）で保持された駆
動ＴＦＴ（ＤＴ）のソース電圧をセンシング電圧としてＡＤＣに供給する。ＡＤＣは、セ
ンシングキャパシタ（ＣＸ）で保持されたアナログセンシング電圧をデジタル値（Ｖｓｅ
ｎ）に変換してタイミングコントローラ１１に供給する。サンプリングスイッチ（ＳＷ２
）は、画像表示駆動時のサンプリング制御信号（図８のＳＳＡＭ）に応答して、継続して
ターンオフ状態を維持する。 
【００５０】
　図６及び図７を参照してセンシング駆動時画素（Ｐ）の動作を説明すると次の通りであ
る。 
【００５１】
　本発明のファストモードセンシング方法によるセンシング駆動は、プログラミング期間
（Ｔｐｇ）、センシング及び保持期間（Ｔｓｅｎ）、及びサンプリング期間（Ｔｓａｍ）
を含む。
【００５２】
　プログラミング期間（Ｔｐｇ）では、駆動ＴＦＴ（ＤＴ）をターンオンさせるために、
駆動ＴＦＴ（ＤＴ）のゲート―ソース間電圧が設定される。このため、センシング用の第
１及び第２ゲートパルス（ＳＣＡＮ、ＳＥＮ）並びに初期化制御信号（ＳＰＲＥ）は、オ
ンレベルで入力され、サンプリング制御信号（ＳＳＡＭ）はオフレベルで入力される。こ
れにより、第１スイッチＴＦＴ（ＳＴ１）は、オンされて、センシング用のデータ電圧を
第１ノード（Ｎ１）に供給し、第１スイッチ（ＳＷ１）と第２スイッチＴＦＴ（ＳＴ２）
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は、オンされて、初期化電圧（Ｖｐｒｅ）を第２ノード（Ｎ２）に供給する。このとき、
第２スイッチ（ＳＷ２）はオフになっている。 
【００５３】
　センシング＆保持期間（Ｔｓｅｎ）は、駆動ＴＦＴ（ＤＴ）に流れる電流（Ｉｄｓ）に
よって駆動ＴＦＴ（ＤＴ）のソース電圧が増加されることをセンシング及び保持する。セ
ンシング＆保持期間（Ｔｓｅｎ）では、正確なセンシングのための駆動ＴＦＴ（ＤＴ）の
ゲート―ソース間電圧が一定に維持されなければならない。このため、センシング用の第
１ゲートパルス（ＳＣＡＮ）は、オフレベルで入力され、センシング用の第２ゲートパル
ス（ＳＥＮ）は、オンレベルで入力され、初期化制御信号（ＳＰＲＥ）及びサンプリング
制御信号（ＳＳＡＭ）もオフレベルで入力される。センシング＆保持期間（Ｔｓｅｎ）で
駆動ＴＦＴ（ＤＴ）を介して流れる電流（Ｉｄｓ）により、第２ノード（Ｎ２）の電位は
増加し、第２ノード（Ｎ２）の充電電圧（ソース電圧）が第２スイッチＴＦＴ（ＳＴ２）
を経由してセンシングキャパシタ（ＣＸ）で保持されることになる。 
【００５４】
　サンプリング期間（Ｔｓａｍ）では、一定時間の間センシングキャパシタ（ＣＸ）で保
持された駆動ＴＦＴ（ＤＴ）のソース電圧をセンシング電圧としてＡＤＣに供給する。こ
のため、センシング用の第１ゲートパルス（ＳＣＡＮ）は、オフレベルで入力され、セン
シング用の第２ゲートパルス（ＳＥＮ）とサンプリング制御信号（ＳＳＡＭ）は、オンレ
ベルで入力され、初期化制御信号（ＳＰＲＥ）は、オフレベルで入力される。 
【００５５】
　本発明は、ファストモードセンシング方法のみを利用してセンシング電圧を得て、この
センシング電圧に基づいて、駆動ＴＦＴのしきい値電圧の変化量と移動度の変化量の双方
を求める。本発明においては、駆動ＴＦＴのしきい値電圧の変化量を求めるために、従来
のスローモードセンシング方法を採用しない。ファストモードセンシング方法は、ソース
フォロワ方式のスローモードセンシング方法に比べてセンシング速度が数十倍～数百倍ほ
ど速いので、本発明において、センシングに所要する時間は大幅に減る。本発明のセンシ
ング駆動はファストモードセンシング方法を採用するために、図９のように、画像表示区
間（Ｘ０）内に属する垂直ブランク期間（ＶＢ）、または、画像表示区間（Ｘ０）の前部
に配置された第１非表示区間（Ｘ１）で行われることができる。本発明は、ファストモー
ドセンシング方法によって得られたセンシング電圧に基づいて駆動ＴＦＴのしきい値電圧
の変化量までを導出するために、画像表示区間（Ｘ０）の後部に配置された第２非表示区
間（Ｘ２）でセンシング駆動を行う必要がない。ここで、垂直ブランク期間（ＶＢ）は、
隣接した画像表示フレーム（ＤＦ）との間の区間で定義される。第１非表示区間（Ｘ１）
は、駆動電源イネーブル信号（ＰＥＮ）の印加時点から数十～数百フレーム経過するまで
の区間で定義され、第２非表示区間（Ｘ２）は、駆動電源をディセーブル信号（ＰＤＩＳ
）の印加時点から数十～数百フレーム経過するまでの区間で定義することができる。
【００５６】
　一方、このようなセンシング駆動を介して駆動ＴＦＴのしきい値電圧の変化と移動度の
変化を補償するための補償値が決定されると、補償データ電圧を画素に印加して画像を表
示する画像表示駆動が行われる。 
【００５７】
　図６及び図８を参照して画像表示駆動時画素（Ｐ）の動作を説明すると次の通りである
。 
【００５８】
　本発明の画像表示駆動は、第一期間、第二期間、第三期間に分けて行われる。
【００５９】
　第一期間で、第１スイッチ（ＳＷ１）と第２スイッチＴＦＴ（ＳＴ２）はオンされ、第
２ノード（Ｎ２）を初期化電圧（Ｖｐｒｅ）にリセットさせる。
【００６０】
　第二期間で、第１スイッチＴＦＴ（ＳＴ１）は、オンされて補償用データ電圧（Ｖｄａ
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ｔａ）を第１ノード（Ｎ１）に供給する。この時、第２ノード（Ｎ２）は、第２スイッチ
ＴＦＴ（ＳＴ２）を介して初期化電圧（Ｖｐｒｅ）を維持している。したがって、この期
間で駆動ＴＦＴ（ＤＴ）のゲート－ソース間電圧（Ｖｇｓ）は、所望するレベルにプログ
ラミングされる。 
【００６１】
　第三期間で、第１及び第２スイッチＴＦＴ（ＳＴ１、ＳＴ２）がオフされ、駆動ＴＦＴ
（ＤＴ）は、プログラミングされたレベルで駆動電流（Ｉｏｌｅｄ）を発生させ、ＯＬＥ
Ｄに印加する。ＯＬＥＤは、駆動電流（Ｉｏｌｅｄ）に対応する明るさで発光して階調を
表示する。
【００６２】
　図１０は、本発明に係る有機発光表示装置の画質補償方法を示す。そして、図１１は、
本発明の適用時に駆動ＴＦＴの特性曲線の整合度を示す。 
【００６３】
　図１０を参照すると、本発明は、前述したように、画像を表示する前に（図９のＸ１）
、または、画像表示中（図９のＸ０中のＶＢ）に、ファストモードセンシング方法によっ
てセンシング電圧を得る。このセンシング電圧に基づいて、移動度の変化量をセンシング
した後、この移動度の変化量に応じたしきい値電圧の変化量を獲得する。本発明は、しき
い値電圧の変化量を獲得するために、移動度の変化量センシング時に求められた関数式を
利用し、あるいは、予め設定されたルックアップテーブルの移動度の変化量－しきい値電
圧の変化量の間の相関関係を利用することもできる。移動度の変化量は、ゲイン値の補正
と算出の基礎となり、算出されたゲイン値は、メモリに記憶される。しきい値電圧の変化
量は、オフセット値補正と、算出の基礎となり、算出されたオフセット値は、メモリに記
憶される。
【００６４】
　本発明は、センシング速度が速い移動度センシング方法でしきい値電圧の変化量まで知
ることができ、ロジックのサイズを減少させることができる。従来では、初期オフセット
値とは別に駆動オフ過程（図９のＸ２）で得られたオフセット値を保持するための追加の
メモリ容量がさらに必要だったが、本発明は、移動度補償としきい値電圧補償を１つのプ
ロセス（図９のＸ１、図９のＸ０の中のＶＢ）内で同時に進行することができるので、追
加のメモリ容量を必要としない。本発明は、メモリの第１記憶領域に初期ゲイン値を継続
して保持させるか、または初期ゲイン値を新しい値で更新することができ、メモリの第２
記憶領域に初期オフセット値を継続して保持させるか、または初期オフセット値を新しい
値で更新することができる。 
【００６５】
　本発明は、移動度補償としきい値電圧補償を１つのプロセス内で実行するため、ＴＦＴ
の実際のパラメータの変動特性を正確に補償することができ、補償能力を最大化すること
ができる。 
【００６６】
　例えば、図１１の（Ａ）で、温度上昇に伴って移動度（μ）の増加としきい値電圧（Ｖ
ｔｈ）の減少が発生したと仮定すると、１番の初期ＴＦＴ特性曲線は、２番の中間ＴＦＴ
特性曲線を経て、３番の最終ＴＦＴ特性曲線に変わることになる。
【００６７】
　ところで、従来のように長時間駆動によって移動度（μ）の補償だけ行われる場合、１
番の初期のＴＦＴ特性曲線は、図１１の（Ｂ）のように、目標値から外れた４番の最終Ｔ
ＦＴ特性曲線に歪曲されるようになるこのようなエラーは、しきい値電圧（Ｖｔｈ）の変
化を考慮することなく、ただ移動度（μ）の変化だけで電流変動が発生したと認識したこ
とから始まる。このような移動度（μ）の補償は比較的高階調を対象に行われるので、高
階調以外の中間階調と低階調での補償の偏差が大きくなる問題がある。これに対し、本発
明は、移動度（μ）の補償としきい値電圧（Ｖｔｈ）の補償を一プロセス内ですべて実行
するので、図１１の（Ａ）に近い結果を得ることができる。 
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【００６８】
　図１２は、本発明に係る有機発光表示装置の画質補償装置を示す。図１３及び図１４は
、センシング電圧に基づいて求められるＮ次関数式を利用して、しきい値電圧の変化量を
獲得する一例を示す。図１５は、センシング電圧に基づいて移動度の変化量を求め、予め
設定されたルックアップテーブルの移動度の変化量－しきい値電圧の変化量の相関関係を
利用して、しきい値電圧の変化量を獲得する一例を示す。そして、図１６は、本発明の一
の効果として、移動度の変化を補償するためのゲイン値のマージンが増加する原理を示す
。 
【００６９】
　図１２を参照すると、本発明に係る有機発光表示装置の画質補償装置は、センシング部
３０、補償パラメータ決定部４０、データ補償部５０を含む。センシング部３０は、前述
したデータ駆動回路１２に含まれることができ、補償パラメータ決定部４０と、データ補
償部５０は、前述したタイミングコントローラ１１に含まれることができる。 
【００７０】
　センシング部３０は、表示パネルに形成された各画素からのファストモードセンシング
方法に応じて、少なくとも一つ以上のセンシング電圧（Ｖｓｅｎ）の入力を受ける。
【００７１】
　補償パラメータ決定部４０は、センシング電圧（Ｖｓｅｎ）に基づいて画素に含まれた
駆動ＴＦＴの移動度の変化量を導出し、前記移動度の変化量に基づいて、駆動ＴＦＴのし
きい値電圧の変化を補償するためのオフセット値（ＯＳＶ）と駆動ＴＦＴの移動度の変化
を補償するためのゲイン値（ＧＶ）を決定する。そのために、補償パラメータ決定部４０
は、補償値計算部４１、オフセット値算出部４２、ゲイン値算出部４３を含む。 
【００７２】
　補償値計算部４１は、センシング電圧（Ｖｓｅｎ）に基づいて駆動ＴＦＴの移動度の変
化量を求め、駆動ＴＦＴの移動度の変化量に応じて駆動ＴＦＴのしきい値電圧の変化量を
求めた後、しきい値電圧の変化量に応じての補償値１を導出し、移動度の変化量に応じて
補償値２を導出する。補償値計算部４１は、補償値１と補償値２を導出するために、図１
３及び図１４に示すように関数式を利用し、あるいは、図１５のようにルックアップテー
ブルを利用することができる。 
【００７３】
　まず、図１３及び図１４を参照すると、補償値計算部４１は、センシング電圧（Ｖｓｅ
ｎ）に基づいて駆動ＴＦＴの移動度の変化量を求めるためのＮ（Ｎは正の整数）次の関数
式を導出し、このＮ次関数式を利用して駆動ＴＦＴのしきい値電圧の変化量までも計算す
ることができる。Ｎ次関数式を導出するための補償値計算部４１は、同じ画素に互いに異
なるレベルのセンシング用のデータ電圧をＮ回印加してＮ個のセンシング電圧（Ｖｓｅｎ
）を得て、センシング用のデータ電圧とセンシング電圧を互いに対応させる座標点を求め
ることができる。 
【００７４】
　例えば、補償値計算部４１は、図１３の第１及び第２センシング用データ電圧（Ｖ１、
Ｖ２）に対応する初期のセンシング値（Ｖｏｕｔ１、Ｖｏｕｔ２）を介して、Ｐ１、Ｐ２
を有するグラフ１（Ｇ１）に該当される１次関数式１を計算する。ここで、初期センシン
グ値（Ｖｏｕｔ１、Ｖｏｕｔ２）は、製品出荷段階でセンシングされ、メモリに予め記憶
されている。そして、補償値計算部４１は、センシング駆動時に、第１及び第２のセンシ
ング用のデータ電圧（Ｖ１、Ｖ２）を画素に再び印加してそれに対応する第１及び第２セ
ンシング電圧（Ｖｓｅｎ１、Ｖｓｅｎ２）を得て、これを介してＰ３、Ｐ４を有するグラ
フ２（Ｇ２）に該当される１次関数式２を計算する。そして、補償値計算部４１は、関数
式１及び２の傾きの差を求め、その結果を駆動ＴＦＴの移動度の変化量として算出し、こ
の算出結果に基づいて、駆動ＴＦＴのしきい値電圧の変化量を計算する。つまり、補償値
計算部４１は、グラフ２（Ｇ２）をグラフ１（Ｇ１）の方向に平行移動させ、グラフ１（
Ｇ１）とＸ切片を共有するグラフ３（Ｇ３）を調べ、グラフ１と３（Ｇ１、Ｇ３）との間



(15) JP 5933672 B2 2016.6.15

10

20

30

の傾き差を駆動ＴＦＴの移動度の変化量として算出し、グラフ２及び３（Ｇ２、Ｇ３）と
の間のＸ切片差を駆動ＴＦＴのしきい値電圧の変化量（Ｖｔｈ＿Ｓｈｉｆｔ）として算出
する。図１３に表記された「Ｖｔｈ＿Ｉｎｉｔ」は、駆動ＴＦＴの初期しきい値電圧を示
す。一方、補償値計算部４１は、図１４のように３回のセンシングを通じて得られた２次
関数式を介して、駆動ＴＦＴの移動度の変化量としきい値電圧の変化量を計算することも
できる。
【００７５】
　次に、図１５を参照すると、補償値計算部４１は、温度変化による駆動ＴＦＴの移動度
の変化量としきい値電圧の変化量の相関関係をルックアップテーブルに予め記憶し、メモ
リ２０から読み込んだ基準電圧（Ｖｒｅｆ）とセンシング電圧（Ｖｓｅｎ）との間の偏差
に応じて駆動ＴＦＴの移動度の変化量が求められると、ルックアップテーブルの相関関係
を利用して駆動ＴＦＴの移動度の変化量から駆動ＴＦＴのしきい値電圧の変化量を求める
ことができる。
【００７６】
　このように補償値１と補償値２とが導出されると、オフセット値算出部４２は、メモリ
２０から読み込んだ基準補償値１と補償値１とを互いに比較して、オフセット値を算出し
、ゲイン値算出部４３は、メモリ２０から読み込んだ基準補償値２と補償値２とを互いに
比較してゲイン値を算出する。 
【００７７】
　ここで、基準補償値１は、予め設定された初期補償値で固定されるか、または、一定の
センシング周期ごとに、前記補償値１に更新され、このとき、Ｎ－１回目の周期で計算さ
れた補償値１がＮ回目の周期での基準補償値１に選択することができる。同様に、基準補
償値２は、予め設定された初期補償値で固定されるか、または、一定のセンシング周期ご
とに、前記補償値２に更新され、このとき、Ｎ－１回目の周期で計算された補償値２がＮ
回目の周期での基準補償値２に選択することができる。
【００７８】
　データ補償部５０は、ゲイン値とオフセット値を入力デジタルビデオデータ（ＤＡＴＡ
）に適用し、画素に印加されるデジタル補償データ（ＭＤＡＴＡ）を生成する。具体的に
は、データ補償部５０は、ゲイン値を入力デジタルビデオデータ（ＤＡＴＡ）の階調値に
乗算し、その乗算結果にオフセット値を加えることにより、デジタル補償データ（ＭＤＡ
ＴＡ）を生成することができる。
【００７９】
　以上説明した内容を通じて、当業者であれば本発明の技術思想を逸脱しない範囲で多様
な変更及び修正が可能であることが分かる。したがって、本発明の技術的範囲は、明細書
の詳細な説明に記載した内容に限定されるのではなく特許請求の範囲によって決められな
ければならない。
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